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MỞ ĐẦU 

Kẽm oxit (ZnO) là bán dẫn vùng cấm rộng (độ rộng vùng cấm ~ 3,37 

eV) với năng lượng liên kết exciton lớn (~ 60 meV) ở nhiệt độ phòng, gần 

đây đã thu hút được rất nhiều sự chú ý nhờ khả năng sử dụng chúng trong các 

thiết bị phát xạ tử ngoại (UV), điôt phát quang (LED), cảm biến khí, pin mặt 

trời và màng mỏng dẫn điện trong suốt [10 - 12, 16 - 19]. ZnO cũng là một 

vật liệu tương thích sinh học và an toàn sinh học đối với các ứng dụng như 

các cảm biến sinh học cấy ghép [9]. ZnO pha tạp các ion kim loại chuyển tiếp 

đã được sử dụng như là bột huỳnh quang cho ống phóng tia âm cực, đèn 

huỳnh quang. Khi pha tạp các nguyên tố khác nhau, bột huỳnh quang này cho 

phát xạ ở các vùng bước sóng khác nhau, ví dụ như: ZnO: Cu cho phát xạ 

xanh lục [15]; ZnO: Mn cho phát xạ vàng cam - đỏ [1], [2], [14], [20]; ZnO: 

Eu hoặc C cho phát xạ đỏ, đỏ xa [1, 8 - 12, 15 - 20]. Ngoài ra các chất bán 

dẫn từ pha loãng (dilute magnetic semiconductors (DMS)) đặc biệt là ZnO 

pha tạp Mn đã thu hút được sự chú ý nhiều hơn trong hai thập kỷ qua do tiềm 

năng ứng dụng của chúng trong các thiết bị spintronic [8], [13]. ZnO tuy là 

vật liệu huỳnh quang truyền thống nhưng cho đến nay, các nhà nghiên cứu 

vẫn mong muốn tìm ra phương pháp nhằm điều khiển các tính chất hấp thụ - 

phát xạ và hiệu suất phát quang của chúng đặc biệt là định hướng tới ứng 

dụng trong chế tạo điôt phát quang ánh sáng trắng. Gần đây, những đột phá 

đầu tiên theo hướng nghiên cứu này đã được công bố, trong đó Sundarakannan và 

các đồng nghiệp đã chế tạo được bột ZnO có dải hấp thụ mạnh trong vùng 

bước sóng rất rộng từ 360-460 nm (NUV - BLUE) bằng phương pháp sol - 

gel [3], và sử dụng bột ZnO chế tạo thành công WLED với nguồn kích LED 

xanh lam. WLED nhận được có nhiệt độ màu CCT ~ 4986 K và CRI = 75.  

Trong ngiên cứu này, chúng tôi lựa chọn phương pháp chế tạo bột huỳnh 

quang ZnO pha tạp Cu, Mn bằng phương pháp đồng kết tủa bột ZnO trước, 

sau đó sử dụng phương pháp khuếch tán bề mặt để tạo ra các bột huỳnh quang 


